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Напряженные короткопериодные сверхрешетки II типа (НКСР) InAs/GaSb являются перспективным материалом для создания нового поколения высокоэффективных инфракрасных фотоприемников. Эффективная ширина запрещенной зоны таких НКСР может варьироваться от 0,04 до 0,4 эВ (30-3 мкм) при изменении лишь толщины составляющих их слоев, что позволяет создавать на их основе фотодетекторы, перекрывающие весь ИК диапазон.
К настоящему времени высокоэффективные ИК-фотодетекторы на НКСР GaSb/InAs изготовлены только на структурах, выращенных методом МЛЭ. Это объясняется жесткими требованиями, которым должна удовлетворять фотодетекторная структура. Ключевая роль в реализации оптических свойств НКСР принадлежит гетерограницам GaSb/InAs, т.к. состав прилегающих к границе раздела слоев определяет остаточные механические напряжения в сверхрешетке. Преимуществом метода МЛЭ, по сравнению с другими методами эпитаксии, является более низкая температура проведения процесса выращивания (Ts) в сочетании с возможностью резко менять состав поступающих к поверхности компонентов роста.
Пониженная Ts с одной стороны позволяет подавить процессы диффузии и сегрегации при росте и формировать заданный состав слоев, прилегающих к границам раздела. С другой стороны, слишком низкая Ts приводит к формированию собственных точечных дефектов в слоях НКСР, что определяет ухудшение параметров фотодетектора. Поэтому оптимизация Ts НКСР является важной технологической задачей.
С этой цель была выращена серия сверхрешеток [(GaSb)8 / (InAs)8]50 на подложках GaSb(001) при различных Ts (430, 400, 385, 355оС) все остальные параметры роста оставались постоянными. Выращивание образцов НКСР GaSb/InAs проводилось на установках МЛЭ "Катунь" с использованием потока молекул Ga, In и Sb4, формируемых из тигельных источников, и As4, формируемого из вентильного источника. Были проведены исследования структурных, оптических и фотоэлектрических свойств выращенных образцов методами рентгеновской дифрактометрии, высокоразрешающей электронной микроскопии, низкотемпературной фотолюминесценции и латеральной спектральной фотопроводимости. Полученные результаты на сверхрешетках выявили однозначную корреляцию свойств образцов НКСР с Ts. Лучшими характеристиками обладали образцы НКСР, выращенные при Ts = 385оС. Обсуждаются механизмы влияния Ts на их свойства.

